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电子组件及其制造方法

(57)摘要

本发明提供一种电子组件，其包含芯片、第

一保护层、第二保护层、第一导电柱及第二导电

柱。所述芯片包含导电衬垫。所述第一保护层安

置于所述芯片上。所述第一保护层限定第一开口

以暴露所述芯片的所述导电衬垫。所述第二保护

层安置于所述第一保护层上。所述第二保护层限

定第二开口及第一凹槽。所述第二开口暴露所述

芯片的所述导电衬垫。所述第一导电柱安置于所

述第二开口内且电连接至所述导电衬垫。所述第

二导电柱安置于所述第一凹槽内。所述第一导电

柱的高度大体上等于所述第二导电柱的高度。所

述第一凹槽的底部表面安置于所述第一保护层

的顶部表面与所述第二保护层的顶部表面之间。
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1.一种电子组件，其包括：

芯片，其包含导电衬垫；

安置于所述芯片上的第一保护层，所述第一保护层限定第一开口以暴露所述芯片的所

述导电衬垫；

安置于所述第一保护层上的第二保护层，所述第二保护层限定第二开口及第一凹槽，

所述第二开口暴露所述芯片的所述导电衬垫；

第一导电柱，其安置于所述第二开口内且电连接至所述导电衬垫；及

第二导电柱，其安置于所述第一凹槽内；

其中所述第一导电柱的高度大体上等于所述第二导电柱的高度；且

其中所述第一凹槽的底部表面安置于所述第一保护层的顶部表面与所述第二保护层

的顶部表面之间；

其中所述第一开口的宽度小于所述第二开口的宽度；

其中所述第一凹槽的深度小于所述第二保护层的厚度；

其中所述第二保护层为单层；且

其中所述第二导电柱通过第一晶种层直接接触所述第二保护层，所述第一晶种层安置

于所述第一凹槽的所述底部表面、所述第一凹槽的侧壁及所述第二保护层的所述顶部表面

上。

2.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第一保护层与所述第一导电柱之间存在

一空间未被所述第二保护层覆盖。

3.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第一凹槽的宽度小于所述第二导电柱的

宽度。

4.根据权利要求1所述的电子组件，其中

所述第二保护层具有背离所述第一保护层的所述顶部表面及与所述第二保护层的所

述顶部表面相对的底部表面；且

所述第一凹槽具有所述底部表面及在所述第一凹槽的所述底部表面与所述第二保护

层的所述顶部表面之间延伸的所述侧壁。

5.根据权利要求4所述的电子组件，其中所述第二导电柱安置于所述第二保护层的所

述顶部表面、所述第一凹槽的所述底部表面及所述第一凹槽的所述侧壁上。

6.根据权利要求5所述的电子组件，其进一步包括在所述第二导电柱与所述第二保护

层的所述顶部表面、所述第一凹槽的所述底部表面及所述第一凹槽的所述侧壁之间的所述

第一晶种层。

7.根据权利要求1所述的电子组件，其中

所述第二保护层进一步限定第二凹槽；且

所述第二导电柱安置于所述第一凹槽及所述第二凹槽内。

8.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第一导电柱的总高度大体上等于所述第

二导电柱的总高度。

9.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第二导电柱安置于所述第二保护层的所

述顶部表面上。

10.根据权利要求1所述的电子组件，其中
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所述第二保护层具有背离所述第一保护层的所述顶部表面及与所述第二保护层的所

述顶部表面相对的底部表面；且

所述第一保护层具有突出部高于所述第二保护层的所述底部表面；且

所述第二开口曝露所述突出部。

11.根据权利要求10所述的电子组件，其进一步包括在所述导电衬垫与所述第一导电

柱之间的第二晶种层，且所述突出部高于所述第二晶种层的顶部表面。

12.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第二保护层的所述顶部表面与所述第一

凹槽的所述侧壁界定拐角，且所述拐角被所述第二导电柱覆盖。

13.根据权利要求12所述的电子组件，其中所述拐角大于90度。

14.根据权利要求12所述的电子组件，其中所述拐角位于所述第一保护层的所述顶部

表面与所述第二导电柱之间。

15.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第二导电柱具有底部表面面对所述第二

保护层的所述顶部表面且与所述第二保护层的所述顶部表面平行。

16.根据权利要求15所述的电子组件，其进一步包括在所述第二导电柱的所述底部表

面与所述第二保护层的所述顶部表面之间的所述第一晶种层。

17.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第一保护层的厚度介于0.5μm与3μm之

间。

18.根据权利要求17所述的电子组件，其中所述第一保护层的厚度为1μm。

19.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第二保护层为包含感光性材料的单层。

20.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度介于4μm与6μm之间。

21.根据权利要求20所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度为5μm。

22.根据权利要求20所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度大于所述第一保护

层的厚度。

23.根据权利要求1所述的电子组件，其中所述第一凹槽的所述深度为3μm，且所述第一

凹槽的所述底部表面与所述第一保护层的所述顶部表面之间的距离为2μm。

24.一种电子组件，其包括：

芯片，其包含导电衬垫；

安置于所述芯片上的第一保护层，所述第一保护层限定第一开口以暴露所述芯片的所

述导电衬垫；

安置于所述第一保护层上的第二保护层，所述第二保护层限定穿透所述第二保护层的

第二开口以暴露所述芯片的所述导电衬垫，且限定部分地穿透所述第二保护层的第一凹

槽；

第一导电柱，其安置于所述第二开口内且电连接至所述导电衬垫；及

第二导电柱，其安置于所述第一凹槽内；

其中所述第一开口的宽度小于所述第二开口的宽度；且

其中所述第一导电柱的总高度大体上等于所述第二导电柱的总高度。

25.根据权利要求24所述的电子组件，其中所述第二保护层为单层且包含感光性材料。

26.根据权利要求24所述的电子组件，其中所述导电衬垫至少局部地曝露至空气。

27.根据权利要求24所述的电子组件，其中所述第一凹槽的宽度小于所述第二导电柱
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的宽度。

28.根据权利要求24所述的电子组件，其中

所述第二保护层具有背离所述第一保护层的第一表面及与所述第一表面相对的第二

表面；且

所述第一凹槽具有底部表面及在所述第一凹槽的所述底部表面与所述第二保护层的

所述第一表面之间延伸的侧壁。

29.根据权利要求28所述的电子组件，其中所述第二导电柱安置于所述第二保护层的

所述第一表面、所述第一凹槽的所述底部表面及所述第一凹槽的所述侧壁上。

30.根据权利要求29所述的电子组件，其进一步包括在所述第二导电柱与所述第二保

护层的所述第一表面、所述第一凹槽的所述底部表面及所述第一凹槽的所述侧壁之间的晶

种层。

31.根据权利要求28所述的电子组件，其中所述第二保护层的所述第一表面与所述第

二保护层的侧面界定拐角，且所述拐角被所述第二导电柱覆盖。

32.根据权利要求31所述的电子组件，其中所述拐角大于90度。

33.根据权利要求31所述的电子组件，其中所述拐角位于所述第一保护层的顶部表面

与所述第二导电柱之间。

34.根据权利要求28所述的电子组件，其中所述第二导电柱具有底部表面面对所述第

二保护层的所述第一表面且与所述第二保护层的所述第一表面平行。

35.根据权利要求34所述的电子组件，其进一步包括在所述第二导电柱的所述底部表

面与所述第二保护层的所述第一表面之间的晶种层。

36.根据权利要求24所述的电子组件，其中

所述第二保护层进一步限定第二凹槽；且

所述第二导电柱安置于所述第一凹槽及所述第二凹槽内。

37.根据权利要求24所述的电子组件，其中所述第一保护层完全地暴露所述导电衬垫。

38.根据权利要求37所述的电子组件，其中所述第一保护层未接触所述导电衬垫。

39.根据权利要求24所述的电子组件，其中所述第一保护层的厚度介于0.5μm与3μm之

间。

40.根据权利要求39所述的电子组件，其中所述第一保护层的厚度为1μm。

41.根据权利要求24所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度介于4μm与6μm之间。

42.根据权利要求41所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度为5μm。

43.根据权利要求41所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度大于所述第一保护

层的厚度。

44.根据权利要求41所述的电子组件，其中所述第一凹槽的深度为3μm，且所述第一凹

槽的底部表面与所述第一保护层的顶部表面之间的距离为2μm。

45.一种电子组件，其包括：

芯片，其包含导电衬垫；

安置于所述芯片上的第一保护层，所述第一保护层限定第一开口以暴露所述芯片的所

述导电衬垫；

安置于所述第一保护层上的第二保护层，所述第二保护层限定穿透所述第二保护层的
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第二开口以暴露所述芯片的所述导电衬垫，且限定第一凹槽；

第一导电柱，其安置于所述第二开口内且电连接至所述导电衬垫；及

第二导电柱，其安置于所述第一凹槽内，

其中所述第二保护层位于所述第一保护层与所述第二导电柱之间，且所述第一凹槽的

宽度小于所述第二导电柱的宽度；

其中所述第二保护层为单一层；

其中所述第一导电柱与所述第一保护层及所述第二保护层分离；

其中所述第二保护层相对于所述第一保护层限定所述第一开口处倾斜并侧向地凹陷；

其中所述第一导电柱与限定所述第二开口的所述第二保护层之间的间隙大于所述第

一导电柱与限定所述第一开口的所述第一保护层之间的间隙；且

其中所述第一凹槽具有阶梯形侧壁。

46.根据权利要求45所述的电子组件，其中所述第一凹槽的深度小于所述第二保护层

的厚度。

47.根据权利要求45所述的电子组件，其中

所述第二保护层具有背离所述第一保护层的第一表面及与所述第一表面相对的第二

表面；且

所述第一凹槽具有底部表面及在所述第一凹槽的所述底部表面与所述第二保护层的

所述第一表面之间延伸的侧壁。

48.根据权利要求47所述的电子组件，其中所述第二导电柱安置于所述第二保护层的

所述第一表面、所述第一凹槽的所述底部表面及所述第一凹槽的所述侧壁上。

49.根据权利要求48所述的电子组件，其进一步包括在所述第二导电柱与所述第二保

护层的所述第一表面、所述第一凹槽的所述底部表面及所述第一凹槽的所述侧壁之间的晶

种层。

50.根据权利要求47所述的电子组件，其中所述第二保护层的所述第一表面与所述第

二保护层的侧面界定拐角，且所述拐角被所述第二导电柱覆盖。

51.根据权利要求50所述的电子组件，其中所述拐角大于90度。

52.根据权利要求50所述的电子组件，其中所述拐角位于所述第一保护层的顶部表面

与所述第二导电柱之间。

53.根据权利要求47所述的电子组件，其中所述第二导电柱具有底部表面面对所述第

二保护层的所述第一表面且与所述第二保护层的所述第一表面平行。

54.根据权利要求53所述的电子组件，其进一步包括在所述第二导电柱的所述底部表

面与所述第二保护层的所述第一表面之间的晶种层。

55.根据权利要求45所述的电子组件，其中

所述第二保护层进一步限定第二凹槽；且

所述第二导电柱安置于所述第一凹槽及所述第二凹槽内。

56.根据权利要求45所述的电子组件，其中所述第一保护层完全地暴露所述导电衬垫。

57.根据权利要求56所述的电子组件，其中所述第一保护层未接触所述导电衬垫。

58.根据权利要求45所述的电子组件，其中所述第一保护层的厚度介于0.5μm与3μm之

间。
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59.根据权利要求58所述的电子组件，其中所述第一保护层的厚度为1μm。

60.根据权利要求45所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度介于4μm与6μm之间。

61.根据权利要求60所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度为5μm。

62.根据权利要求60所述的电子组件，其中所述第二保护层的厚度大于所述第一保护

层的厚度。

63.根据权利要求45所述的电子组件，其中所述第一凹槽的深度为3μm，且所述第一凹

槽的底部表面与所述第一保护层的顶部表面之间的距离为2μm。
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电子组件及其制造方法

技术领域

[0001] 本公开大体上涉及一种电子组件及其制造方法。更具体地，本公开涉及一种包含

导电柱的电子组件及其制造方法。

背景技术

[0002] 在电组件中，保护层安置于芯片或晶片的主动表面上，且所述保护层可具有多个

开口以使导电衬垫暴露于用于电连接的芯片的主动表面上。导电柱安置于暴露的导电衬垫

上以提供外部电连接，而虚设导电柱形成于保护层上以支撑芯片(且还维持共面性)以避免

芯片弯曲或破裂。然而，由于虚设导电柱安置于保护层上，因此虚设导电柱的顶部部分高于

导电柱的顶部部分，其可导致导电柱与外部电路或待接合的电路板之间的断开。另外，由于

虚设导电柱及保护层由不同材料形成，因此其间的连接可相对较弱。

发明内容

[0003] 在一或多个实施例中，一种电子组件包含芯片、第一保护层、第二保护层、第一导

电柱及第二导电柱。所述芯片包含导电衬垫。第一保护层经安置于芯片上。第一保护层限定

第一开口以暴露芯片的导电衬垫。第二保护层经安置于第一保护层上。第二保护层限定第

二开口及第一凹槽。第二开口暴露芯片的导电衬垫。第一导电柱安置于第二开口内且电连

接至导电衬垫。第二导电柱安置于第一凹槽内。第一导电柱的高度大体上等于第二导电柱

的高度。第一凹槽的底部表面安置于第一保护层的顶部表面与第二保护层的顶部表面之

间。

[0004] 在一或多个实施例中，一种电子组件包含芯片、第一保护层、第二保护层、第一导

电柱及第二导电柱。所述芯片包含导电衬垫。第一保护层安置于芯片上。第一保护层限定第

一开口以暴露芯片的导电衬垫。第二保护层安置于第一保护层上。第二保护层限定穿透第

二保护层的第二开口以暴露芯片的导电衬垫，且限定部分地穿透第二保护层的第一凹槽。

第一导电柱安置于第二开口内且电连接至导电衬垫。第二导电柱安置于第一凹槽内。

[0005] 在一或多个实施例中，一种电子组件包含芯片、第一保护层、第二保护层、第一导

电柱及第二导电柱。芯片包含导电衬垫。第一保护层安置于芯片上。第一保护层限定第一开

口以暴露芯片的导电衬垫。第二保护层安置于第一保护层上。第二保护层限定穿透第二保

护层的第二开口以暴露芯片的导电衬垫及第一凹槽。第一导电柱安置于第二开口内且电连

接至导电衬垫。第二导电柱安置于第一凹槽内。第二保护层在第一保护层与第二导电柱之

间。第一凹槽的宽度小于第二导电柱的宽度。

附图说明

[0006] 当结合附图阅读时，根据以下详细描述最佳地理解本公开的方面。应注意，各种特

征可能未按比例绘制，且各种特征的尺寸可出于论述清晰起见而任意增大或减小。

[0007] 图1说明根据本公开的一些实施例的电子组件的横截面视图；
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[0008] 图2说明根据本公开的一些实施例的电子组件的横截面视图；

[0009] 图3说明根据本公开的一些实施例的电子组件的横截面视图；

[0010] 图4说明根据本公开的一些实施例的电子组件的横截面视图；以及

[0011] 图5A、图5B及图5C说明根据本公开的一些实施例的制造电子组件的方法的各种阶

段。

[0012] 贯穿所述图式及详细描述使用共同参考数字以指示相同或类似元件。本公开将自

结合附图进行的以下详细描述而更显而易见。

具体实施方式

[0013] 下文详细论述本公开的实施例的结构、制造及使用。然而，应了解，所述实施例阐

明可实施于广泛多种特定情境中的许多可应用概念。应理解，以下揭示内容提供实施各种

实施例的不同特征的许多不同实施例或实例。下文出于论述的目的而描述组件及装置的特

定实例。当然，这些组件及配置仅为实例且不意图为限制性的。

[0014] 下文使用特定语言揭示于附图中所说明的实施例(或实例)。然而，将理解，所述实

施例或实例并不意图为限制性的。如相关领域中的一般技术者通常将想到，对本发明实施

例的任何更改及修饰，以及揭示于本文中的原理的任何其它应用处于本公开的范围内。

[0015] 另外，本公开可在各种实例中重复参考数字及/或字母。此重复是出于简单性及清

晰性的目的，且其本身并不指示所论述的各种实施例及/或配置之间的关系。

[0016] 图1说明根据本公开的一些实施例的电子组件1的横截面视图。电子组件1包含芯

片10、保护层11、12及导电柱13、14。

[0017] 芯片10具有主动表面101及与所述主动表面101相对的背表面102(也称为背面)。

芯片10包含在芯片10的主动表面101上的至少一个导电衬垫10p。芯片10可包含半导体衬

底、一或多个集成电路装置及其中的一或多个叠对互连结构。集成电路装置可包含例如晶

体管的主动装置及/或例如电阻器、电容器、电感器的被动装置，或其两者或两者以上的组

合。

[0018] 保护层11安置于芯片10的主动表面101上。保护层11具有或限定开口11h以暴露导

电衬垫10p。在一些实施例中，保护层11可覆盖导电衬垫10p的部分(例如外围部分)。可替代

地，保护层11完全地暴露导电衬垫10p。在一些实施例中，保护层11为钝化层，其包含氧化

硅、氮化硅、氧化镓、氧化铝、氧化钪、氧化锆、氧化镧、氧化铪或另一金属或非金属氧化物或

氮化物。在一些实施例中，保护层11的厚度呈约1微米(μm)或约0.5μm至约3μm。

[0019] 保护层12安置于保护层11上。保护层12具有背离保护层11的第一表面121(或顶部

表面)及与第一表面121相对的第二表面122(或底部表面)。保护层12具有或限定开口12h以

暴露开口11h、导电衬垫10p及保护层11的部分。举例来说，开口12h的宽度大于开口11h的宽

度。保护层12具有或限定凹槽12r，所述凹槽在保护层12的第一表面121上而并不完全地穿

透(或部分地穿透)保护层12。举例来说，凹槽12r的底部表面12r2定位于保护层11的顶部表

面与保护层12的第一表面121之间的垂直高度处。举例来说，凹槽12r的深度小于保护层12

的厚度。在一些实施例中，保护层12为包含聚酰亚胺或其它合适材料(例如感光性材料)的

单层。在一些实施例中，保护层12的厚度为约5μm或约4μm至约6μm。在一些实施例中，凹槽

12r的深度为约3μm，且凹槽12r的底部表面12r2与保护层11之间的距离为约2μm。
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[0020] 导电柱13安置于保护层11、12的开口11h、12h内且电接触或连接至芯片10的主动

表面101上的导电衬垫10p。在一些实施例中，晶种层可安置于导电柱13与导电衬垫10p之

间。晶种层还可视为导电柱13的部分。在一些实施例中，导电柱13可包含铜。然而，例如镍

及/或铝或各种金属的组合的其它导电材料或其它导电材料也可用于导电柱13中。

[0021] 导电柱14安置于保护层12上。导电柱14的部分在保护层12的凹槽12r内以与凹槽

12r的侧壁12r1及底部表面12r2相接触。在一些实施例中，导电柱14的宽度大于凹槽12r的

宽度。在一些实施例中，晶种层12s安置于保护层12的部分、凹槽12r的侧壁12r1及底部表面

12r2上。举例来说，晶种层12s在导电柱14与保护层12之间。晶种层12s还可视为导电柱14的

部分。在一些实施例中，导电柱14可包含铜。然而，例如镍及/或铝或各种金属的组合的其它

导电材料或其它导电材料也可用于导电柱14中。在一些实施例中，导电柱14充当虚设导电

柱以提供对电子组件1的支撑而非为芯片10提供电连接。

[0022] 在一些实施例中，导电柱13的高度H1大体上等于导电柱14的高度H2。由于导电柱

13经安置于导电衬垫10p上而导电柱14经安置于保护层12上且在凹槽12r内，因此导电柱14

的顶部部分可高于导电柱13的顶部部分。

[0023] 在对比电子组件中，用于电连接的导电柱经安置于芯片的导电衬垫上，且虚设导

电柱经直接安置于保护层上。然而，由于导电衬垫与保护层之间的高度差，虚设导电柱的顶

部部分高于导电柱的顶部部分，其可导致导电柱与外部电路或待接合的电路板之间断开。

另外，由于虚设导电柱及保护层由不同材料形成，因此其间的连接相对较弱。在展示于本公

开的图1中的实施例中，通过使凹槽12r形成于保护层12中而并不完全地穿透保护层12且将

虚设导电柱14安置于凹槽12r内，可改善虚设导电柱14的顶部部分与用于电连接的导电柱

13之间的非共面性。另外，使虚设导电柱14形成于凹槽12r内可增强虚设导电柱14与保护层

12之间的接合力。

[0024] 图2说明根据本公开的一些实施例的电子组件2的横截面视图。电子组件2类似于

图1中的电子组件1，不同之处在于，在图2中，保护层22的开口22h的宽度小于保护层11的开

口11h的宽度，而在图1中，保护层12的开口12h的宽度大于保护层11的开口11h的宽度。

[0025] 参考图2，保护层22安置于保护层11上且延伸至保护层11的开口11h中以覆盖导电

衬垫10p的部分。导电柱13安置于保护层22上且在保护层22的开口22h内以电接触或连接至

导电衬垫10p。

[0026] 图3说明根据本公开的一些实施例的电子组件3的横截面视图。电子组件3类似于

图2中的电子组件2，不同之处在于，在图3中，保护层22限定多个凹槽12r及32r。

[0027] 除如图2中所示的凹槽12r的外，保护层22进一步限定在保护层22的第一表面221

上而并不完全地穿透保护层22的凹槽32r。凹槽32r邻近于凹槽12r且与凹槽12r间隔开。凹

槽32r的底部表面32r2在保护层11的顶部表面与保护层22的第一表面221之间。举例来说，

凹槽32r的深度小于保护层22的厚度。在一些实施例中，凹槽32r的深度为约3μm，且凹槽32r

的底部表面32r2与保护层11之间的距离为约2μm。

[0028] 导电柱14的部分在保护层12的凹槽12r及32r内以与凹槽12r及32r的侧壁12r1、

32r1及底部表面12r2、32r2相接触。在一些实施例中，导电柱14的宽度大于凹槽12r的宽度

及凹槽32r的宽度的总和。在一些实施例中，可取决于设计规格来选择凹槽的数目。增加凹

槽的数目可增强虚设导电柱14与保护层12之间的接合力。
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[0029] 图4说明根据本公开的一些实施例的电子组件4的横截面视图。电子组件4类似于

图2中的电子组件2，不同之处在于，在图4中，凹槽12r具有阶梯形侧壁12r1'。凹槽12r的阶

梯形侧壁12r1'可增强虚设导电柱14与保护层22之间的接合力。

[0030] 图5A、图5B及图5C为根据本公开的一些实施例的在各个阶段制造的半导体结构的

横截面视图。各种图式已经简化以更好地理解本公开的方面。

[0031] 参考图5A，提供包含芯片50的多个芯片50的芯片条带(例如晶片)。芯片50包含在

芯片50的主动表面上的至少一个导电衬垫50p。每一芯片50可包含半导体衬底、一或多个集

成电路装置及其中的一或多个叠对互连结构。集成电路装置可包含例如晶体管的一或多个

主动装置及/或例如电阻器、电容器、电感器的被动装置，或其两者或两者以上的组合。

[0032] 保护层51安置或形成于芯片50上。保护层51具有或限定开口51h以暴露导电衬垫

50p。在一些实施例中，保护层51可覆盖导电衬垫50p的部分。可替代地，保护层51完全地暴

露导电衬垫50p。在一些实施例中，开口51h可通过例如选路、蚀刻或其它合适工艺形成。在

一些实施例中，保护层51为钝化层，其包含氧化硅、氮化硅、氧化镓、氧化铝、氧化钪、氧化

锆、氧化镧、氧化铪或另一金属或非金属氧化物或氮化物。在一些实施例中，保护层51的厚

度呈约1μm。

[0033] 保护层52安置或形成于保护层51上。保护层52具有背离保护层51的第一表面521

(或顶部表面)及与第一表面521相对的第二表面522(或底部表面)。在一些实施例中，保护

层52包含聚酰亚胺或其它合适材料(例如感光性材料)。在一些实施例中，保护层52的厚度

为约5μm。

[0034] 参考图5B，形成开口52h以完全地穿透保护层52从而暴露导电衬垫50p、开口51h及

保护层51的部分。如图5B中所示，开口52h的宽度大于开口51h的宽度。可替代地，取决于设

计规格，开口52h的宽度可小于或大体上等于开口51h的宽度。在一些实施例中，开口52h可

通过光微影、化学蚀刻、激光钻孔或其它合适工艺形成。

[0035] 参考图5C，凹槽52r形成于保护层52的第一表面521上而并不完全地穿透保护层

52。举例来说，凹槽52r的底部表面52r2在保护层51的顶部表面与保护层52的第一表面521

之间。举例来说，凹槽52r的深度小于保护层52的厚度。在一些实施例中，凹槽52r的深度为

约3μm，且凹槽52r的底部表面52r2与保护层51之间的距离为约2μm。在一些实施例中，凹槽

52r可通过光微影、化学蚀刻、激光钻孔或其它合适工艺形成。在一些实施例中，可取决于设

计规格而形成超过一个凹槽。在一些实施例中，取决于设计规格，凹槽的侧壁52r1可为平面

或阶梯形结构。

[0036] 在一些实施例中，导电柱可形成于开口52h内以电接触或连接至导电衬垫50p，且

导电柱可形成于凹槽52r内以形成如图1中所示的电子组件1。在一些实施例中，导电柱可通

过例如电镀或其它合适技术形成。

[0037] 如本文中所使用，术语“近似地”、“大体上”、“实质的”及“约”用以描述及解释小变

化。当与事件或情形结合使用时，术语可指代其中事件或情形明确发生的例子以及其中事

件或情形极近似于发生的例子。举例来说，当结合数值使用时，所述术语可指代小于或等于

所述数值的±10％的变化范围，例如小于或等于±5％、小于或等于±4％、小于或等于±

3％、小于或等于±2％、小于或等于±1％、小于或等于±0.5％、小于或等于±0.1％或者小

于或等于±0.05％的变化范围。举例来说，如果两个数值之间的差异小于或等于所述值的
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平均值的±10％(例如，小于或等于±5％、小于或等于±4％、小于或等于±3％、小于或等

于±2％、小于或等于±1％、小于或等于±0 .5％、小于或等于±0 .1％或小于或等于±

0.05％)，则可认为所述两个数值“大体上”或“约”为相同或相等的。举例来说，“大体上”平

行可指代相对于0°而言小于或等于±10°的变化范围，例如小于或等于±5°、小于或等于±

4°、小于或等于±3°、小于或等于±2°、小于或等于±1°、小于或等于±0.5°、小于或等于±

0.1°，或者小于或等于±0.05°的变化范围。举例来说，“大体上”垂直可指相对于90°而言小

于或等于±10°的角变化范围，例如小于或等于±5°、小于或等于±4°、小于或等于±3°、小

于或等于±2°、小于或等于±1°、小于或等于±0.5°、小于或等于±0.1°，或者小于或等于

±0.05°的变化范围。

[0038] 如果两个表面之间的移位不大于5μm、不大于2μm、不大于1μm或不大于0.5μm，则可

认为所述两个表面共面或大体上共面。

[0039] 如本文中所使用，术语“导电 (cond uctive)”、“电导性(electrically 

conductive)”及“电导率”指代输送电流的能力。导电材料通常指示呈现对于电流流动的极

小或零阻力的彼等材料。电导率的一个量度为西门子每米(S/m)。通常，导电材料为具有近

似地大于104S/m(例如至少105S/m或至少106S/m)的电导率的一种材料。材料的电导率有时

可随温度而变化。除非另外规定，否则材料的电导率为在室温下量测。

[0040] 如本文中所使用，除非上下文另外明确规定，否则单数术语“一(a/an)”及“所述”

可包含复数个指代物。在对一些实施例的描述中，提供于另一组件“上”或“上方”的组件可

涵盖前一组件直接在后一组件上(例如，与后一组件实体接触)的情况以及一或多个介入组

件位于前一组件与后一组件之间的情况。

[0041] 尽管已参考本公开的特定实施例描述且说明本公开，但这些描述及说明并不限制

本公开。所属领域的技术人员可清楚地理解，可进行各种改变，且可在实施例内替代等效组

件而不脱离如由所附权利要求所限定的本公开的真实精神及范围。说明可不必按比例绘

制。由于制造程序之类中的变数，本公开中的艺术再现与实际设备之间可存在区别。可存在

并未特定说明的本公开的其它实施例。应将本说明书及图式视为说明性而非限制性的。可

做出修改，以使特定情形、材料、物质组成、方法或程序适应于本公开的目标、精神及范围。

所有此类修改意图在此处所附的权利要求的范围内。尽管已参考按特定次序执行的特定操

作来描述本文中所揭示的方法，但可理解，在不脱离本公开的教示的情况下，可组合、细分，

或重新定序这些操作以形成等效方法。因此，除非在本文中特定指示，否则操作的次序及分

组并非对本公开的限制。
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图5A
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图5B
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